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EXEMPLO 7.3

Considere o circuito da Figura 7.40 com as seguintes
dimensGes geométricas (em wm).

T?anSi‘Sth Q; 0, 03 Q Q5 03 0O; Qg
W/L 20/0,8 20/0,8 5/0,8 5/0,8 40/0,8 10/0,8 40/0,8 40/0,8

Admita IREF = 90 [LA, th = 0,7V, th = ~0,8 V,
pnCox = 160 uA/V2, ,C,, = 40 nA/V?2, |V,| (para todos
os dispositivos) = 10 V, Vpp = Vgg = 2,5 V. Para todos
os dispositivos, obtenha Ip, [Vovl, |Vgsl, gm € r,- Também,
encontre A, A,, 0 ganho de tensdo cc de malha aberta, a
faixa da entrada em modo comum e a faixa da tensdo de

saida. Desprezar o efeito de V4 na polarizagdo da corrente.
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Y Y
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Tabela 7.1
O 0, Q3 04 Os Q¢ O, 0Os
Ip (uA) 45 45 45 45 90 90 90 90
Vol (V) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Vsl (V) 1,1 1,1 1 1 1,1 1 1,1 1,1
[ 8m|(mA/V) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
r, (k) 222 222 222 222 111 111 111 111
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Tabela 7.1

O 0> 0s 04 Os Os Q7 Osg
Ip (LA) 45 45 45 45 90 90 90 90
[Voul (V) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3
Vasl (V) 1,1 1,1 1 1 1,1 1 1,1 1,1
gm (MA/V) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
r, (k) 222 222 222 209 111 111 111 111

A =-gmy|.(roa /roy)

A, = - gMe.(roell To7)

Ag = VoIV =ALA,
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PS13322 - Jodo A. Martino — PSI/EPUSP



| ‘ ,:) p Exemplo 7.3 (pag. 467)

Universidade de Sao Paulo

Faixa de tensao na saida
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_Vo _
VA =— arav..=0
0S ~ 4 P id

onde V¢ € a tensao de offset de entrada

a) Tensao de offset randdémico (aleatéorio) — ITEM 7.4.2
(p.448 -450 do Sedra)

b) Tensao de offset sistematico ou previsivel
Pode ser otimizado (eliminado) por meio de um projeto
cuidadoso.
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I ‘ (j ‘ | Tensao de Offset de Entrada
oo (PAr Diferencial com MOS)
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b) Tensao de offset sistematico ou previsivel

Pode ser otimizado (eliminado) por meio de um projeto cuidadoso.
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b) Tensao de offset sistematico ou previsivel

Pode ser otimizado (eliminado) por meio de um projeto cuidadoso.
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b) Tensao de offset sistematico ou previsivel
Pode ser otimizado (eliminado) por meio de um projeto cuidadoso.

+Vop Para Entradas Aterradas:

A A

o o =r__‘ 7 Vp3=Vps= -VsstVess=Vas
: I = 1, (W/L)/(WIL),

— 1 = 1. (W/L)-/(WI/L
N T T

zd) 54 | o Comol,=1.el;=2.1,
—
Sl e (0, ),

=2 —7
4 . . . T, (T,
Transistor Q¢ Q; Q3 Q Q3 Qs 07 Qg

WA 20008 20008 508 508 40/0,8 10/0,8 40/0,8 40008 »_ 550 A. Martino — PSI/EPUSP

B o E e  m——




Exercicio 7.18 (pag. 468)

Universidade de Sao Paulo

7.18 Considere o Amp Op CMOS da Figura 7.40 quando fabri-
cado na tecnologia CMOS de 0,8 um para o qual u,,C,, =
3upCor = 90 uA/V2, |V,| = 0.8 Ve Vpp = Vgg = 2,5 V.

Para um projeto particular, I = 100 pA, (W/L), = (W/L), <=

— (W/L)s = 200 e (W/L)3 = (W/L), = 100.

(a) Determine as relagSes (W/L) de Q¢ © Q7 para I =
100 A
Determine a sobretensao, IVOVI, na qual cada um dos

transistores Q;, O> € Qg estao operando.

(c) Determine g,, para Q, O> € Oeg.

(b)

(d) Caso ,VAI = 10 V, determine r,5, 7,4, 7o € r,7-
(e) Determine os ganhos de tensio A1 e As e 0 ganho total
A.

Resposta (a) (W/L), = (W/L); = 200; (b) 0,129 V: 0,129 V;
?C,l1025 V: () 0,775 mA/V: 0,775 mA/V: 1,90 mA/V;

) 200 k2; 200 kQ: 100 kQ(2; 100 kQ; (e) —77.,5 V/V;
—95 V/V; 7.363 v/vV. ’ ,
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